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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest uktad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wyta-
dowaniami barierowymi, realizowanej w celu zmiany charakteru powierzchni obiektu z hydrofobowego
na hydrofilowy, tworzenia wolnych rodnikéw na powierzchni, fgczenia materiatéw, zwiekszenia biokom-
patybilnosci, osadzania biomateriatéw, i tym podobnych.

Urzadzenie do formowania selektywnego wyladowania dielektrycznego jest znane z rozwigzania
opracowanego przez Suss MicroTec AG oraz Fraunohofer IST, zwanego drukowaniem plazmowym
(ang. plasma printing). Sposéb polega na formowaniu wytadowania poprzez strukturyzacje podtoza
krzemowego lub materiatu dielektrycznego (w postaci szkia) znajdujgcego sie pomiedzy elektrodg
a podtozem krzemowym.

Znane sg z amerykanskich patentow US4568410A, US4687543A, US5188704A, US5431772A,
US5786276A, US5877090A, US6090304A, US20050056615A1 oraz US20100276783A1 metody se-
lektywnego trawienia plazmowego materiatow poétprzewodnikowych, w ktérych selektywnosé uzyski-
wana jest poprzez maskowanie wybranych obszaréw materiatu trawionego.

Z miedzynarodowego patentu nr W0O2013093868A1 znany jest sposob selektywnej modyfikacji
powierzchni wytadowaniem barierowym, z wykorzystaniem masek, ktére oddzielajg czes¢ powierzchni
od dziatania plazmy, chronigc jg przed modyfikacja.

Znane sg miedzy innymi z dokumentéw patentowych W0O2013184000A1 i US8894644B2, a takze
z publikacji R. Bitar i in. ,Local plasma activation of PS films with a defined design for biomedicaluse”,
Surface and Coatings Technology, nr 350, s. 985-996 (2018) oraz rozwigzania firmy Exelsius, Genius
Selective Surface Activation metody selektywnej modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem dysz oraz
igiet plazmowych. Tworzenie ksztattu w powyzszych rozwigzaniach odbywa sie poprzez ruch gtowicy
nad modyfikowanym podtozem.

Patent europejski EP0383550A2 ujawnia natomiast sposob wytwarzania elektrody do formowa-
nia plazmy, nie wprowadza jednak mozliwosci selektywnej aktywacji powierzchni.

Znane jest z europejskiego zgtoszenia patentowego EP0869545 rozwigzanie w ktorym selektyw-
no$¢ procesow plazmowych realizowana jest w sposéb chemiczny. W takim rozwigzaniu wytadowanie
plazmowe wystepuje na catej powierzchni.

Ponadto, z chinskiego opisu patentowego CN102946685 znany jest uktad do modyfikacji po-
wierzchni wytadowaniami barierowymi ztozony z dwdch ztgczonych ze zrédtem zasilania elektrod, uto-
zonych w odstepie jedna nad drugg, przy czym elektroda gérna od dotu zestawiona jest z ptytg dielek-
tryczna, a na elektrodzie dolnej umiejscowiony jest modyfikowany obiekt. Pomiedzy ptytg dielektryczng
a modyfikowanym obiektem utworzona jest przestrzeh, przez ktérg przepuszcza sie gaz roboczy, ktéry
doprowadzany jest kolektorem szczelinowym zestawionym z jednej strony z wyzej wymienionymi pty-
tami. W przedmiotowym rozwigzaniu wymiary ptyt mozna modyfikowac¢, w celu dopasowania do mody-
fikowanego obiektu, natomiast obszar modyfikacji w kazdym wypadku jest prostokatny. Nie mozna takze
precyzyjnie wybra¢ miejsca wytadowania tak aby na przykfad otaczato wybrany obszar.

Celem wedtug wynalazku jest efektywne i konstrukcyjnie nieskomplikowane rozwigzanie, w kt6-
rym wytadowania wystepujg tylko nad plazmowo modyfikowang powierzchnia.

Ukfad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi zto-
zony z dwdch, ztgczanych ze Zrodtem zasilania, elektrod, pomiedzy ktérymi umiejscowiony jest obiekt,
ktérego powierzchnie poddaje sie modyfikacji, wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, iz co naj-
mniej jedna elektroda ma postaé, osadzonej na podtozu dielektrycznym, warstwy przewodzgcej elek-
trycznie o dowolnym ksztatcie i wymiarach, ktére sg odmienne od ksztattu i wymiaréw modyfikowanego
obiektu, przy czym ksztatt warstwy przewodzgcej elektrycznie elektrody stanowi odwzorowanie modyfi-
kowanego obszaru powierzchni obiektu selektywnie modyfikowanej dielektrycznymi wytadowaniami ba-
rierowymi.

Korzystnie elektroda o ksztatcie, ktory jest odwzorowywany przez selektywne wytadowanie die-
lektryczne na modyfikowanej powierzchni naniesiona jest na modyfikowany obiekt, na jego powierzch-
nie przeciwlegtg do powierzchni modyfikowanej.

Korzystnie jedna elektroda, ktéra ma ksztait zbiezny z ksztattem selektywnie modyfikowanej po-
wierzchni, umiejscowiona jest na podtozu dielektrycznym.

Korzystnie jedna elektroda, ktéra ma ksztait zbiezny z ksztattem selektywnie modyfikowanej po-
wierzchni, umiejscowiona jest na podtozu dielektrycznym, przy czym w ukfadzie elektroda gérna — obiekt
modyfikowany — elektroda dolna, podioze dielektryczne w strone obiektu modelowanego utozone jest



PL 243002 B1 3

ptaszczyzng przeciwlegtg do ptaszczyzny, na ktérej ma umiejscowiong elektrode. Podtoze dielektryczne
umiejscowione jest pod modyfikowanym obiektem.

Korzystnie jedna elektroda, ktéra ma ksztatt zbiezny z ksztattem selektywnie modyfikowanej po-
wierzchni, umiejscowiona jest na podiozu dielektrycznym, przy czym w ukfadzie elektroda gérna — obiekt
modyfikowany — elektroda dolna, podioze dielekiryczne w strone obiektu modelowanego utozone jest
ptaszczyzng z elektroda. Podtoze dielektryczne umiejscowione jest pod modyfikowanym obiektem.

Rozwigzanie wedtug wynalazku pozwala na formowanie wytadowania dielektrycznego o pozada-
nym ksztatcie. Wyladowanie dielektryczne zostanie uformowanie jedynie nad warstwg metalizacji.
W rozwigzaniu co najmniej jedna z elektrod jest wytwarzana tak, aby otrzymac ksztalt, ktory zostanie
odwzorowany przez wyladowanie barierowe. Wytadowanie dielektryczne wystepuje jedynie na obsza-
rze zdefiniowanym przez ksztatt elektrody. Ksztatt wytadowania moze by¢ definiowany niezaleznie od
topografii modyfikowanej struktury. W rozwigzaniu wedtug wynalazku ksztalt wytadowania definiowany
jest przez prosta, tanig i szybkg w wytworzeniu elektrode, bez koniecznosci zmiany ksztaitu podtoza
dielektrycznego. Rozwigzanie eliminuje konieczno$¢ nanoszenia maski na modyfikowany obiekt. Elek-
troda moze byé naniesiona bezposrednio na modyfikowany element, bez koniecznosci wymiany ele-
mentéw w aparaturze przy zmianie serii, uniemozliwiajgc wystepowanie btedéw zwigzanych ze ztym
doborem elementéw. Caty wybrany obszar jest modyfikowany jednoczes$nie, co utatwia kontrole pro-
cesu i skraca czas jego trwania.

Przedmiot wynalazku zostat uwidoczniony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia uktad
w pierwszym przyktadzie wykonania, fig. 2 — uktad w drugim przyktadzie wykonania, fig. 3 — uktad w trze-
cim przyktadzie wykonania, a fig. 4 — przykladowy, odzwierciedlajgcy ksztalt modyfikowanej powierzchni
oraz zbiezny z korzystnym ksztattem elektrody gérnej, ksztait elektrody dolnej w widoku na uktad od
dotu.

Uklad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi
w przyktadzie wykonania pierwszym wedlug wynalazku sktada sie z elektrody 1 gérnej, ktéra ma forme
siatki metalowej, przez ktoérg przepuszcza sie gaz roboczy, elektrody 2 dolnej oraz umiejscowionego
pomiedzy elektrodg 1 gérng a elektrodg 2 dolng modyfikowanego obiektu 3. Elektroda 2 dolna nanie-
siona jest na spodnig powierzchnie modyfikowanego obiektu 3. Elektroda 2 dolna na modyfikowany
obiekt 3 moze by¢ naniesiona technikami elektronicznymi, na przyktad sitodrukiem, drukiem szablono-
wym, tamponowym lub strumieniowym czy osadzaniem prézniowym. Elektroda 2 dolna oraz korzystnie
elektroda 1 gérna ma ksztait zbiezny z ksztalttem odwzorowujgcym modyfikowang powierzchnie, selek-
tywnie modyfikowanej dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi powierzchni obiektu 3. Elektroda 2
dolna ma postaé osadzonej na podtozu dielektrycznym warstwy przewodzgcej elektrycznie na o dowol-
nym ksztafcie i wymiarach, ktére sg odmienne od ksztattu i wymiaréw powierzchni modyfikowanego
obiektu 3, przy czym ksztatt elektrody 2 stanowi odwzorowanie modyfikowanego obszaru powierzchni
obiektu 3 selektywnie modyfikowanej dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi. Wyladowania die-
lektryczne wystepujg pomiedzy elektrodg 1 gérng i gérng powierzchnig modyfikowanego obiektu 3 na
obszarze zdefiniowanym przez elektrode 2 dolng. Elektrode 1 gérng i elektrode 2 dolng przytacza sie
do Zrédta zasilania.

Uktad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi
w przykfadzie wykonania drugim zbudowany jest jak w przykfadzie wykonania pierwszym z tg réznica,
iz elektroda 2 dolna nie jest umieszczona na modyfikowanym obiekcie 3, lecz na spodniej powierzchni,
umieszczanego pod modyfikowanym obiektem 3, podfoza dielektrycznego 4. Elektroda 2 dolna na pod-
toze dielektryczne 4 moze by¢ naniesiona technikami opisanymi w przykfadzie wykonania pierwszym,
lub wytrawiona w miedzi osadzonej na podtozu dielektrycznym 4 w postaci laminatu.

Ukiad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi
w przyktadzie wykonania trzecim zbudowany jest jak w przyktadzie wykonania pierwszym z tg réznica,
iz elektroda 2 dolna nie jest umieszczona na modyfikowanym obiekcie 3, lecz na gérnej powierzchni,
umieszczanego pod modyfikowanym obiektem 3, podtoza dielektrycznego 4. Elektroda 2 dolna na pod-
toze dielektryczne 4 moze by¢ naniesiona technikami opisanymi w przykfadzie wykonania pierwszym
albo drugim. W tym przyktadzie, w odréznieniu od przyktadu drugiego, elektroda 2 dolna znajduje sie
bezposrednio pod modyfikowanym obiektem 3. W podtozu dielektrycznym 4 utworzona jest przelotka 5
w postaci otworu wypetnionego materiatem przewodzgcym. Przelotka 5 stuzy do potgczenia elektrody 2 dol-
nej ze zrédtem zasilania. Umiejscowienie elektrody 2 dolnej bezposrednio pod modyfikowanym obiek-
tem 3 zwieksza sprawnosé uktadu.
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Zastrzezenia patentowe

. Uktad do selektywnej modyfikacji powierzchni dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi
ztozony z dwodch, ztgczanych ze zrédiem zasilania, elektrod, pomiedzy ktérymi umiejscowiony
jest obiekt, ktérego powierzchnie poddaje sie modyfikacji, znamienny tym, ze co najmniej
jedna elektroda (2) ma postac¢, osadzonej na podtozu dielektrycznym, warstwy przewodzace;j
elektrycznie o dowolnym ksztalcie i wymiarach, ktére sg odmienne od ksztattu i wymiaréw
modyfikowanego obiektu (3), przy czym ksztatt warstwy przewodzgcej elektrycznie elektrody
(2) stanowi odwzorowanie modyfikowanego obszaru powierzchni obiektu (3) selektywnie mo-
dyfikowanej dielektrycznymi wytadowaniami barierowymi.

. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jedna elektroda (2), ktéra ma ksztatt zbiezny
z ksztattem selektywnie modyfikowanego obszaru powierzchni, naniesiona jest na modyfiko-
wany obiekt (3), na jego powierzchnie przeciwlegtg do powierzchni modyfikowane;j.

. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jedna elektroda (2), ktéra ma ksztatt zbiezny
Z ksztattem selektywnie modyfikowanej powierzchni, umiejscowiona jest na poditozu dielek-
trycznym (4).

. Ukfad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jedna elektroda (2), ktéra ma ksztatt zbiezny
z ksztattem selektywnie modyfikowanej powierzchni, umiejscowiona jest na podtozu dielek-
trycznym (4), przy czym w ukfadzie elektroda (1) gérna — modyfikowany obiekt (3) — elektroda
(2) dolna, podtoze dielektryczne (4) umiejscowione jest pod modyfikowanym obiektem (3)
i w strone modelowanego obiektu (3) utozone jest ptaszczyzng przeciwlegta do ptaszczyzny,
na ktérej ma umiejscowiong elektrode (2).

. Ukfad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jedna elektroda (2), ktéra ma ksztatt zbiezny
z ksztattem selektywnie modyfikowanej powierzchni, umiejscowiona jest na podiozu dielek-
trycznym (4), przy czym w ukfadzie elektroda (1) gérna — modyfikowany obiekt (3) — elektroda
(2) dolna, podtoze dielektryczne (4) umiejscowione jest pod modyfikowanym obiektem (3) ima
ptaszczyzne z elektrodg (2) utozong w strone modelowanego obiektu (3).
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Rysunki
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